
SiPM 光电探测器

1、概述：

S330型 SiPM光电探测器是由大量的单光子雪崩光电探测器并联组成的半导体光电探测器，

单光子雪崩光电探测器是由工作在盖革模式下的雪崩光电二极管和淬灭电阻组成。可用于激光雷

达、医学成像、辐照探测和精密分析等领域。

 芯片尺寸为 3 mm × 3mm

 像素尺寸为 40 μm，填充因子>70%

 击穿电压VBR在 20~30V之间

 探测效率 PDE > 20%@Vop=VBR+ 3V

 内部增益M> 1×106@Vop=VBR+ 3V

2 、性能参数

参数 测试条件
测试规范

单位
最小 典型 最大

击穿电压VBR T=25℃ 20 25 30 V
工作电压VOP VBR+3 V
探测效率 PDE 25 %

暗计数 阈值=0.5 p.e 1 MHz/mm2

光谱响应范围 380~950 nm
响应度峰值波长 450 nm

3 特征曲线
暗电流曲线（25℃）


